
 

අන්තර්ගතය  - අර්ධසන්නායක 

සැකසුම - ඒ.පී.ගුණතිලක මයා, බණ්ඩාරණායක විද්යාලය, ගම්පහ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
හැඳින්වීම 

 

විෂයය: ඉංජිනන්රු තාක්ෂණනේද්ය 

නිපුණතාවය: ඉනලක්නරානික් 
තාක්ෂණනේද්ය  
එදිනනද්ා භාවිතය සඳහා නයනද්නන   
ආකාරය විමර්ශනය කරයි. 

නිපුණතා මට්ටම: 3.1 අර්ධසන්නායක 
ද්රව්යව්ල ලාක්ෂණික පැහැදිලි කරයි. 

පාඩම: අර්ධසන්නායක. 
 
 



 

අන්තර්ගතය  - අර්ධසන්නායක 

සැකසුම - ඒ.පී.ගුණතිලක මයා, බණ්ඩාරණායක විද්යාලය, ගම්පහ 

එනකාන ාස් ව්න නර්ණිනේ  ඉනලක්නරානික් විද්යාව් ඒකකය හද්ාරා ඇති ඔබ නම් ව්නවිට අර්ධ 
සන්නායක ද්රව්ය පිළිබ ඳව් යම් ද්ැනුමක් සහ අව්නබෝද්යක් ලබානගන ඇති බව් අපි ද්නිමු.  නමුත් උසස ්
නප  විෂයය නිනද්ශනේ දී තව්දුරටත් ගැඹුරට එම විෂයය නකාටස් හැද්ැරීම ව්ැද්ගත් ව්න බැවින් නමම 
පාඩම් මාලාව් නමනලස සකස් කරමු. 
 
විදුලිය යනු ශක්ති විනශ්ෂයක් ව්න අතර විදුලිය භාවිතනයන් දද්නික ජීවිතනේ ව්ැඩකටයුතු පහසුනව්න් 
කරගත හැකිබව් අපි ද්නිමු.  නම් සඳහා විදුලිය අද්ාල උපකරණයට ලබාදිය යුතු අතර විදුලිය ගමන් 
කිරිම සඳහා යම් මාධයයක් භාවිත කරයි. නමම මාධයය විදුලිය ගමන් කිරිනම් ස්ව්භාව්ය අනුව් ව්ර්ග 
තුනකට නව්න්කරනු  ලබයි.  
 

1. විදුලි සන්නායක ද්රව්ය  
2. විදුලි පරිව්ාරක ද්රව් ය 
3. අර්ධසන්නායක ද්රව්ය 

 
 
ඉහත සඳහන් ද්රව්ය ව්ර්ගීකරණය සඳහා විදුලි සන්නායකතාව් නහව්ත් විදුලිය ගමන් කිරීනම් හැකියාව් 
පද්නම් කරගනු ලබන අතර නමම සන්නායකතාව් නම් ගුණාංගය ඇතිව්න ආකාරය පිළිඳව් විමසා 
බලමු. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       පරමාණුව්ක ව්ුහය (රූපය 1) 
 
රූපනේ ද්ැක්නව්න ආකාරයට පරමාණුව්ක කව්ච කිහිපයක් පව්තින අතර ඒ අතරින් අව්සාන කව්චනේ 
ඉනලක්නරෝන විනයසය ඉහත සඳහන් ද්රව්ය ස්ව්භාව්ය තීරණය කිරිම සඳහා ව්ැද්ගත් නව්යි.  අව්සන් 
කව්චනේ පිහිටන ඉනලක්නරෝන නයෂ්ිය සමඟ  ඇති කරගන්නා ලද් බැඳීම අනුව් ඉනලක්නරෝන 
බාහිරයට මුක්ත කර නහෝ බාහිරනයන් ඉනලක්නරෝන ප්රතිග්රහණය කර (ලබානගන) ස්ථායි තත්ව්යට 
පත්නව් යි.  
 
නමනස් ඉනලක්නරෝන මුක්ත කිරිනම් හැකියාව් නලෝහ සතු ගුණාංගයක් නව්යි.  නමනලස මුක්ත කරන 
ලද් ඉනලක්නරෝන නිද්හස් ඉනලක්නරෝන (free electrons) නලස හදුන්ව්න අතර ඒව්ා එම ද්රව්යය තුල 
නිද්හනස් ගමන් කරමින් පව්ති යි.  ඉනලක්නරෝන මුක්ත වීමට උෂ්ණත්ව්ය විශාල බලපෑමක් කරයි.  
ඉහත සඳහන් කරන ලද් නිද්හස් ඉනලක්නරෝන පද්නම් කරනගන විදුලි සන්නායක, පරිව්ාරක හා අර්ධ 
සන්නායක පිළිබඳ විමසා බලමු. 
 

  
විදුලි සන්වනායක(Conductors) 
සාමානය උෂ්ණත්ව්නයදී නිද්හස් ඉනලක්නරෝන බහුල ද්රව්ය විදුලි සන්නායක නව්යි.නම්ව්ා රත්ක  විට 
සන්නායක බව් තරමක් අඩුනව්යි.  එනම් විදුලි පරිව්ාරක ගුණාංග ව්ැඩිනව්යි. සාමානයනයන් නලෝහ 
ව්ර්ග විදුලි සන්නායක නේ.  
උද්ාහරණ : තඹ, රිදී, ඇලුමිනියම්, යකඩ, රන්, රසදිය, මිනිරන් ආදී ද්රව්ය 

 



 

අන්තර්ගතය  - අර්ධසන්නායක 

සැකසුම - ඒ.පී.ගුණතිලක මයා, බණ්ඩාරණායක විද්යාලය, ගම්පහ 

විදුලි පරිවාරක(Insulators) 
සාමානය උෂ්ණත්ව් යටනත් නිද්හස් ඉනලක්නරෝන නනාමැති නහෝ ඉතාමත් අල්ප ද්රව්යයි. නම්ව්ා 
රත්ක විට සන්නායකතාව් ව්ැඩිනව්යි. නැතනහාත් පරිව්ාරක බව් අඩුනව්යි.  නබානහෝමයක් අනලෝහ 
විදුලි පරිව්ාරක නව්යි. 
උද්ාහරණ : ප්ලාස්ික්,නපාලිතින්,විදුරු,නේක්ලයිට්,ඇස්බැස්ටස්,තලාතු මිනිරන් (මයිකා) 
 

අර්ධසන්වනායක (Semiconductors) 
සාමානය උෂ්ණත්ව්නේදී නිද්හස් ඉනලක්නරෝන ස්ව්ල්ප ව්ශනයන් ඇති ද්රව්ය  අර්ධ සන්නායක නව්යි.  
නම්ව්ා විදුලි සන්නායක තරම් සන්නයනතාව්යන් නනානපන්ුව් ද් යම් තරමකට විදුලිය සන්නයනය 
කරයි. 
 
අර්ධ සන්නායක ද්රව්ය නිරනප්ක්ෂ උෂ්ණත්ව්නේ දී නහව්ත් නකල්වින් 0 දී (0K0/-273C0)  පරිව්ාරක 
ගුණාංග නපන්ව්න අතර නමම උෂ්ණත්ව්ය ව්ැඩිව්ත්ම සන්නායකතාව් ව්ැඩිනව්යි.  
 
උද්ාහරණ : සිලිකන් (Si), ජර්නම්නියම් (Ge). 

 

අර්ධසන්වනායකවල පරමාණු හා දැලිස ්වුහය  
 
ඉහත සඳහන් කරන ලද් සිලිකන් හා ජර්නම්නියම් යන ස්ව්භාවික අර්ධ සන්නායක ආව්ර්ිතා ව්ගුනේ 
iv ව්න කාණ්ඩනේ පිහිටයි.  නම්ව්ා iv  ව්න කාණ්ඩයට නයාමුකර ඇත්නත් ඒව්ානයහි අව්සන් කව්චනේ 
⁄ශක්ති මට්ටනම් පිහිටන ඉනලක්නරෝන සංඛ්යාව් පද්නම් කරනගන ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සිලිකන් (Si) පරමාණුව්ක ව්ුහය                     ජර්නම්නියම් (Ge) පරමාණුව්ක ව්ුහය                        
    (රූපය 2a)                      (රූපය 2b) 

 
අව්සන් කව්චය ඉනලක්නරෝන 4 බැගින් පිහිටා ඇත. 
 
ඉහත පරමාණු ව්ල Si සඳහා කව්ච 3ක් ද්, Ge සඳහා කව්ච 4ක් ද් ඇති බව් පැහැදිලි නව්යි.  තව්ද් නමම 
පරමාණු ව්ල අව්සන් ශක්ති මට්ටනම් ඉනලක්නරෝන 4ක් පිහිටයි.  ඉනලක්නරෝන 4ක් ඇති බැවින් නමම 
මුල ද්රව්යව්ල පරමාණු සහසංයුජ බන්ද්න සැදීමට ව්ැඩි නැඹුරුව්ක් ද්ක්ව්න අතර නම්ව්ා විශාල ද්ැලිස් 
(latice)  ව්ශනයන් පිහිටයි. 
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පහත ද්ැක්නව්නුනේ නිරනප්ක්ෂ උෂ්ණත්ව්නේ පව්තින සිලිකන් හා ජර්නම්නියම් නකාටසක ද්ැලිස් 
ව්ුහය යි. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    OK දී  සිලිකන් (Si) ද්ැලිනස් ව්ුහය                            OK දී ජර්නම්නියම් (Ge) ද්ැලිනස් ව්ුහය  

(රූපය 3a)                                                         (රූපය 3b) 
 

ඉහත ව්ුහනයන් පැහැදිලි ව්න්නන් සිලිකන් නහෝ ජර්නම්නියම් පරමාණුනේ අව්සන් ශක්තිමට්ටනම් ඇති 
ඉනලක්නරෝන යාබද් පරමාණු සතු ඉනලක්නරෝන සමඟ සහ සංයුජ බන්ධන (Covalent bonds) 
සාද්මින් නයෝධ ද්ැලිස් ව්ුහ නගාඩනගන ආකාරයයි. 
 
තව්ද් නමම ද්ැලිස් නිරනප්ක්ෂ උෂ්ණත්ව්නේ ඇති බැවින් ඒව්ානේ නිද්හස් ඉනලක්නරෝන හමු නනානව්යි. 
නමුත් නමම ද්ැලිස නිරනප්ක්ෂ උෂ්ණත්ව්යට ව්ඩා ව්ැඩි උෂ්ණත්ව්යකට පැමිණි කල සහසංයුජ බන්ධන 
බිදි ඉනලක්නරෝන බාහිරයට  නිද්හස් කරයි. ඉනලක්නරෝන බාහිරයට  නිද්හස්  වීම නිසා පරමාණුනේ 
ශක්ති මට්ටනම්හි ඉනලක්නරෝන නනාමැති අව්කාශයක් නහව්ත් ඉනලක්නරෝන රහිත ප්රනේශයක් 
ඇතිනව්යි. නම්ව්ා හිද්ැසක් නහව්ත් කුහරයක් (Hole) නලස හදුන්ව්නු ලබන අතර ඉනලක්නරෝන 
ප්රතිග්රහණය ක හැකි බැවින් ආනරෝපණනයන් ධන (+)නව්යි. 

 
පහත රුප සටහන් ව්ලින් නමව්ැනි ද්ැලිසක ව්ුහ ද්ැක්නේ.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නිරනප්ක්ෂ උෂ්ණත්ව්ය ඉක්මු                                        නිරනප්ක්ෂ උෂ්ණත්ව්ය ඉක්මු 
   සිලිකන් ද්ැලිසක්                                                         ජර්නම්නියම්  ද්ැලිසක 

(රූපය 4a)            (රූපය 4b) 

නිසඟ අර්ධ සන්නායක 

නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක් යනු Si නහෝ Ge නහෝ අද්ාල මුලද්රව්යය පමණක් අන්තර්ගත 
නව්නත් මුලද්රව්ය පරමාණු ව්ලින් නතාර පිරිසිදු අර්ධ සන්නායක යි.  නම්ව්ා සංශුේධ අර්ධ සන්නායක 
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නලසද් හඳුන්ව්යි. උෂ්ණත්ව්ය ව්ැඩිව්ත්ම නම්ව්ානේ  නිද්හස් ඉනලක්නරෝන සහ කුහර සංඛ්යාව් ව්ැඩි ව්න 
අතර එම ව්ුහය තුල නිද්හස් ඉනලක්නරෝන සහ කුහර සංඛ්යාව් තුලිතව් පව්තියි.  එනමන්ම 
උෂ්ණත්ව්ය ව්ැඩිවීනම්දී නිද්හස් ඉනලක්නරෝන හා කුහර සාන්ද්රන ව්ැඩිවීනමන් නමම ද්ැලිස තුල විදුලිය 
ගලායානම් හැකියාව් නහව්ත් සන්නායකතාව්ය ව්ැඩිනේ.බාහිර විභව්යක් නයද්ු කල සෘණ ආනරෝපිත 
ඉනලක්නරෝන නමන්ම ධන ආනරෝපිත කුහර ද් ධාරා ගමන් කිරිමට උපකාරී නව්යි. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(රූපය 5a) 

 
සතය ව්ශනයන්ම සැලකූ ක  නමම ධාරාව් ගමන් කිරිම සිදුව්නුනේ බාහිරනයන් නයාද්න ලද් විදුලි 
පීඩනය මගින් නිද්හස් ඉනලක්නරෝනයක් යාබද් කුහරයක් නව්ත ගමන් කිරිම සහ එම ඉනලක්නරෝනය 

පිහිි ස්ථානනේ කුහරයක් නගාඩ නැගීනමනි.  නමම යාන්රනය පහත ( 5b) රූපනයන් ද්ැක්නව්යි.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     නිද්හස් ඉනලක්නරාන සහ කුහර හුව්මාරු යන්රණය (රූපය 5b)  
 

 නමම යාන්රනය ඇරඹීමට ප්රථම නිද්හස් ඉනලක්නරෝන හා කුහර  5b රූපනේ පරිදි පිහිටා ඇත.  නමහි 
H 2 හා  H 3 කුහර නද්කක් නගාඩනැගී ඇති අතර e1 සථ්ානනයහි නිද්හස් ඉනලක්නරෝනයක් පව්තියි.   
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නිද්හස් ඉනලක්නරෝන සහ කුහර හුව්මාරු යාන්රණය (රූපය 5c) 
 

5a රුපය පරිදි බාහිර විභව්යක් නයද්ු ක  එහි සෘණ අග්රනයන් අර්ධ සන්නායක නකාටස මත 
ඇතිකරනු ලබන විද්ුත් පීඩනය මගින් e1  නැමැති සථ්ානනේ පිහිි ඉනලක්නරෝනය   a1 ඊතලනයන් 
ද්ැක්නව්න ආකාරයට  H2 කුහරය කරා ගමන් කරනු ලබන අතර H2 කුහරය b1තිත් ඊතලය  මගින් 
ද්ැක්නව්න ආකාරයට e1ස්ථානය කරා ගමන් කරයි.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නිද්හස් ඉනලක්නරෝන සහ කුහර හුව්මාරු යාන්රණය (රූපය 5d) 
 

ඉන්පසු (5d) රූපනේ පරිදි e2  නැමැති ස්ථානයට පැමිණි ඉනලක්නරෝනය   a2 ඊතලනයන් ද්ැක්නව්න 
ආකාරයට  H3 කුහරය කරා ගමන් කරනු ලබන අතර H3 කුහරය b2තිත් ඊතලය  මඟින් ද්ැක්නව්න 
ආකාරයට e2 ස්ථානය කරා ගමන් කරයි. 
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සැකසුම - ඒ.පී.ගුණතිලක මයා, බණ්ඩාරණායක විද්යාලය, ගම්පහ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

නිද්හස් ඉනලක්නරෝන සහ කුහර හුව්මාරු යාන්රණය (රූපය 5e) 
 
ඊලඟ අව්ස්ථානේ දී (5e) රූපනේ පරිදි ව්ුහයක් ද්ක්නට ලැනබයි.  එනම් H1  නව් කුහරය   
(e1ඉව්ත්වීනමන්) , H2  අනහෝසි ු කුහරය (e1හි ඉනලක්නරෝනය පැමිණිනමන්)‚ e3හි ඉනලක්නරෝනය 
(e1හි ඉනලක්නරෝනය e3ට පැමිණිනමන්) නලසයි. 
 
නම් ආකාරයට බාහිර විභව්යක් සපයා ඇතිතාක් නිද්හස් ඉනලක්නරෝන සහ කුහර හුව්මාරුවීනම් 
යාන්රනය සිදුනව්යි.  කුහර මගින් සම්මත විදුලි ධාරාව්ක් ගලායයි. 

 
බාහය අර්ධසන්නායක (Extrinsic Semiconductor)  
 
නිසඟ අර්ධසන්නායක අශුේධ ද්රව්යයකින් (Impurity) මාරණය (Doping) කිරිනමන් බාහය අර්ධ 
සන්නායකයක් ලැනබයි. 
 
නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක සන්නායකතාව් යම් මට්ටමක පව්තින අතර එම සන්නායකතාව් ව්ර්ධනය 
කර ගැනීම සඳහා නයාද්ාගනු ලබන්නන්   iii  නහෝ    v ව්න කාණ්ඩනේ මුද්රව්යයි. නමම මුල ද්රව්යය 
විලීන ක්රියාව්ලියක් මගින් මාරණය කරනු ලබයි.  මාරණය සඳහා නයාද්ාගනු ලබන අශුේධ ද්රව්යනේ 
සංයුජතාව් අනුව් බාහය අර්ධ සන්නායක ආකාර නද්කකි. 

 
P ව්ර්ගනේ අර්ධසන්නායක  (P - Type Semiconductor) 
 
සිලිකන්, ජර්නම්නියම් ව්ැනි නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක් තුන්ව්න කාණ්ඩනේ B,Al,Ga,In ව්ැනි  මුල 
ද්රව්යයකින්  මාරණය කිරිනමන්  P ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායකයක් ලැනබයි. 

 
නබෝනරෝන් මුලද්රව්ය - භාවිතනයන්  P  ව්ර්ගනේ අර්ධසන්නායකයක් සාද්ා ගන්නා ආකාරය සලකා 
බලමු. 

 
 
 
 

 
                                             නබෝනරෝන් (B) පරමාණුව්ක ව්ුහය (රුපය 6) 
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සැකසුම - ඒ.පී.ගුණතිලක මයා, බණ්ඩාරණායක විද්යාලය, ගම්පහ 

රුපනයන් ද්ැක්නව්න්නන් නබෝනරෝන් (B)  පරමාණුව්ක ආකෘතිය යි. නමහි අව්සන් කව්චනේ 
ඉනලක්නරෝන තුණක් ඇත.    

 
නබානරෝන් මුල ද්රව්ය මගින් සිලිකන් (Si) ද්ැලිසක් මාරණය කලවිට පරමාණු  හුව්මාරු වීමක් සිදුව්න 
අතර නගාඩනැනගන ද්ැලිනස්  ව්ුහය පහත රුපනයන් ද්ැක්නේ.   

 
   

 
 

කුහරය 
                                       සහසංයුජ  

බන්ධබන්ද්න                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
P ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායක (රූපය 6b) 

 
නබෝනරෝන් පරමාණුනේ අව්සන් කව්චනේ සංනයෝජනය විය හැකි ඉනලක්නරෝන ඇත්නත් තුණ කි. 
නමුත් සිලිකන් පරමාණුනේ අව්සන් කව්චනේ ඉනලක්නරෝන හතරක්  ඇති බව් අප ද්නිමු. 6 b රූපනේ 
ද්ැක්නව්න ආකාරයට ව්ුහනේ මැද් පිහිි නබෝනරෝන් පරමාණුව් යාබද්ව් පිහිි සිලිකන් Si පරමාණු 
තුණ ක් සමඟ ඒව්ානේ අව්සන් කව්චනේ ඇති ඉනලක්නරෝන සමඟ සහසංයුජ බන්ධන තුනක් ඇති කර 
ගනියි.  නමුත් ද්ැලිස සම්ුර්ණ වීම සඳහා සෑම පරමාණුව්ක්ම සහසංයුජ බන්ධනඇති කර 
ගතයුතුය.රූපනේ ද්ැක්නව්න ආකාරයට එක් Si පරමාණුව්කට බන්ධන සාද්ාගැනීම සඳහා අව්ැසි 
ඉනලක්නරෝනයක් නබෝනරෝන් පරමාණුව් සතු නනාව්න බැවින්  (අව්සන් කව්චනේ ඉනලක්නරෝන 
තුනක් පමණක් ඇති නිසා ) නබෝනරෝන් පරමාණුව් ආරනයන්  ඉනලක්නරෝන ඌන ප්රනේශයන් ඇතිනේ. 
නම්ව්ා කුහර (Hole) නලස හදුන්ව්නු ලබන අතර ආනරෝපනනයන් ධන අගයක් ගනියි. නමම ධන අගය 
ඉනලක්නරෝනයක ආනරෝපනයට ප්රමාණාත්මකව් සමාන ව්න අතර විශාලත්ව්නයන් ප්රතිවිරැේද්ධ නව්යි. 
නබෝනරෝන් පරමාණුව් නමම ධන ආනරෝපිත කුහරය ඉනලක්නරෝනයන් මගින් ුරව්ා ගැනීමට උත්සහ 
ද්රණ අතර ඉනලක්නරෝන ප්රතිග්රහණය කිරිමට (ලබා ගැනීම) නැඹුරැව්ක් ද්ක්ව්යි.  නමම නැඹුරුව් නිසා 
iii ව්න කාණ්ඩනේ නබෝනරෝන් ව්ැනි මූලද්රව්ය ව්ල පරමාණු ‚ ප්රතිග්රාහක පරමාණු (Acceptor Atoms) 
යනුනව්න් හඳුන්ව්නු ලබයි.   
 
මාරණය සඳහා නයාද්ාගන්නා සෑම නබෝනරෝන් පරමාණුව්කම සහසංයුජ බන්ධන සඳහා 
ඉනලක්නරෝනයක ඌනතාව්ක් පව්තින බැවින් සෑම පරමාණුව්ක් හා අද්ාලව්ම කුහරයක් බිහි නව්යි.  
නම්ව්ා බහුතර ව්ාහක ව්ශනයන් (Majority Carries) හඳුන්ව්න අතර ප්රධාන ව්ශනයන්  P ව්ර්ගනේ අර්ධ 
සන්නායකයක විදුලිය ගමන් කිරිමට උපකාරි නව්යි.   

 
මීට අමතරව් තාපය මගින් ඇතිව්න බලපෑනමන් යම් ඉනලක්නරෝන ප්රමාණයක් සුළු ව්ශනයන් 
පරමාණුනව්න් මිදී බාහිරයට පැමිනණන අතර ඒව්ා සුළුතර ව්ාහක (Minority carrier)    නලස 
හඳුන්ව්යි.   

 
නම් අනුව් සලකා බැලුකල P ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායකයක බහුතර ව්ාහකය කුහර ව්න අතර සුළුතර 
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ව්ාහකය නිද්හස් ඉනලක්නරෝන නව්යි. 

 
N ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායක (N Type Semiconductor) 
 
සිලිකන් ජර්නම්නියම් ව්ැනි නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක් පස්ව්න කාණ්ඩනේ නපාස්පරස්(P), 
ආසනික්(As),ඇන්ිමනි(Sb), බිස්මත්(Bi) ව්ැනි මුලද්රව්යයක් මගින් මාරණය කිරිනමන් N ව්ර්ගනේ 
අර්ධ සන්නායකයක් ලැනබයි .  

 
නපාස්පරස් මූලද්රව්ය භාවිතනයන් N  ව්ර්ගනේ අර්ධසන්නායකයක් සාද්ා ගන්නා ආකාරය සලකා බලමු.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
නපාස්පරස් (P) පරමාණුව්ක ව්ුහය(රූපය 7a) 

 
 
7 a රූපනයන් ද්ැක්නව්න්නන් නපාස්පරස් (P) පරමාණුව්ක ආකෘතිය යි.  නමහි අව්සන් කව්චනේ 
ඉනලක්නරෝන පහක් ඇති අතර බන්ද්න පහක් සාද්ා ගැනීනම් හැකියාව් ඇත. නපාස්පරස් මුල ද්රව් යනයන් 
සිලිකන් (Si)   ද්ැලිසක් මාරණය ක විට පරමාණු හුව්මාරුවීමක් සිදුව්න අතර නගාඩනැනගන ද්ැලිනස ්

ව්ුහය (රුපය 7b)රූපනයන් ද්ැක්නව්යි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායක (රූපය 7b)       
නපාස්පරස් පරමාණුනේ අව්සන් කව්චනේ ඇති ඉනලක්නරෝන හතරක් යාබද් සිලිකන් පරමාණු හතරක් 
සමඟ සහසංයුජ බන්ධන සාද්ා ගනී. නමුත් නපාස්පරස ්පරමාණුව් සතුව් සංනයෝජනය විය හැකි තව්ත් 
ඉනලක්නරෝනයක් පව්තියි. ද්ැලිස තුල සෑදිය හැක්නක් එක් පරමාණුව්කට සහසංයුජ බන්ධන හතරක් 
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බැවින් ඉතිරි පරමාණුව් කව්චනයන් නිද්හස් වී මුක්ත ඉනලක්නරෝන (නිද්හස් ඉනලක්නරෝනය) නලස 
සිලිකන් ද්ැලිසට ගමන් කරයි. ඉනලක්නරෝනයක ආනරෝපනය සෘණ බැවින් නමම ඉනලක්නරෝනය 
මගින් Si ද්ැලිසට සෘණ ආනරෝපණයක් (Negative Charge) ලබානද්න බැවින් නමම අර්ධ සන්නායකය    
Nව්ර්ගනේ (N Type) අර්ධ සන්නායක නලස හඳුන්ව්යි.  N ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායකය සතු සෑම 
අපද්රව්ය (නමහිදී නපාස්පරස්) පරමාණුව්ක් මගින්ම ඉනලක්නරෝන නිද්හස් කරන බැවින් ද්ැලිසට සෘණ 
ආනරෝපණයක් ලබානද්යි.  එබැවින් නමම අර්ධ සන්නායක නකාටස     N    ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායක   
(N- Type Semiconductor) නලස හඳුන්ව්යි.  නපාස්පරස් පරමාණුව් සෑමවිටම නමනලස ඉනලක්නරෝන 
කුහරයක් නව්ත ද්ායක කිරීමට උත්සහයක් ද්රණ බැවින් V ව්න  කාණ්ඩනේ පරමාණු ඉනලක්නරෝන 
ද්ායක පරමාණු (Donner Atoms) යනුනව්න් හඳුන්ව්යි.    

 
N ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායක ද්ැලිසක පව්තින නමම ද්ායක ඉනලක්නරෝන (මුක්ත ඉනලක්නරෝන) 
බහුලව් පව්තින අතර නම්ව්ා බහුතර ව්ාහක (Majority carries) නලස හඳුන්ව්නු ලබන අතර ප්රධාන 
ව්ශනයන් විදුලි ගමන් කිරිමට උපකාරිනේ.  
 
මීට අමතරව් තාපය මගින් ඇතිව්න බලපෑනමන් පරමාණුනේ කව්චනයන් නිද්හස් ව්න ඉනලක්නරෝන 
පව්තින අතර එනස් ඉනලක්නරෝන  නිද්හස් වීනමන් කුහර නගාඩනැනගයි.  නමම කුහර සුළු ව්ශනයන් 
ඇති අතර ඒව්ා සුළුතර ව්ාහක (Minority carries) නලස හඳුන්ව්යි. 
 
නම් අනුව් සලකා බැලුකල  N ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායකයක බහුතර ව්ාහකය නිද්හස් (මුක්ත) 
ඉනලක්නරෝන ව්න අතර එමගින් ප්රධාන ධාරාව් ගලායයි.  සුළුතර ව්ාහකය නලස කුහර ක්රියාත්මක 
නව්යි.  

 
ව්ර්ථමානනේ සිලිකන් හා ජර්නම්නියම් ව්ලට අමතරව් අර්ධ සන්නායක ව්ශනයන් ද්රව්ය ගණනාව්ක් 
නයාද්ාගන්නා අතර ඒව්ා විනශ්ෂ අව්ශයතා අනුව් භාවිත කරයි.  නමව්ැනි ද්රව්ය කිහිපයක් පහත 
ද්ැක්නව්යි. 

 
මුලද්රව්ය - සිලිකන් Si , ජර්නම්නියම් Ge, නසලිනියම්  Se ,  නටලියුරියම් Te. 
 
සංනයෝග - නකාපර් ක්නලෝරයිඩ් CuCl2, නකාපර් ඔක්සයිඩ් CuO, සින්ක් ඔක්සයිඩ් ZnO, නෙරස ්
ඔක්සයිඩ් Fe2O3, ගැලියම් ආසනයිඩ් GaCN. 

 
මාරණ ක්රියාව්ලිය සඳහා නයාද්ා ගන්නා අශුේධ ද්රව්ය (Impurity) ගණනාව්ක් පව්තින අතර ඒව්ා 
කිහිපයක් පහත ද්ැක්නේ.  
 
ඉනලක්නරෝන ද්ායක   (Donner) -නපාස්පරස්  P, ආසනික් As, ඇන්ිමනි Sb, බිස්මත් Bi 
ඉනලක්නරෝන ප්රතිග්රාහක  (Acceptor) - නබෝනරෝන් B, ඇළුමිනියම් Al, ගැලියම් Ge,ඉන්ඩියම් In 

 
සාරාංශය. 

• ජීවිතනේ දද්නික ව්ැඩකටයුතු කර ගැනීම සඳහා ඉනලක්නරානික තාක්ෂණය බහුලව් භාවිත 
කරනු ලබයි.   

 

• නමහිදී භාවිත ව්න අර්ධ සන්නායක ද්රව්ය ඉනලක්නරානික තාක්ෂණනේ දී හැරුම් ලක්ෂයක් 
නලස හඳුන්ව්නු ලබයි. 

 

• සිලිකන් Si, ජර්නම්නියම් Ge, ව්ැනි ස්ව්භාවික තත්ව්ය යටනත් පව්තින මුලද්රව්ය අර්ධ 
සන්නායක නලස හදුන්ව්නු ලබන අතර නම්ව්ා නයෝද් ද්ැලිස් ව්ශනයන් පව්තියි. 

 

• පිරිසිදු සිලිකන් නහෝ ජර්නම්නියම් ද්ැලිසක් නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක් නහව්ත් සංශුේධ 
ද්ැලිසක් නලස හදුන්ව්යි.   



 

අන්තර්ගතය  - අර්ධසන්නායක 

සැකසුම - ඒ.පී.ගුණතිලක මයා, බණ්ඩාරණායක විද්යාලය, ගම්පහ 

 

• සංශුේධ නහව්ත් නිසඟ අර්ධසන්නායකයක නව්නත් මුල ද්රව්ය අන්තර්ගත නනානේ. 
 

• නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක් තුන්ව්න කාණ්ඩනේ මුල ද්රව්යයකින්  මාරණය කිරිනමන්  P 
ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායකයක් ලැනබයි. බහුතර ව්ාහකය කුහරයි. 
 

• නිසඟ අර්ධ සන්නායකයක් පස්ව්න කාණ්ඩනේ මුලද්රව්යයක් මගින් මාරණය කිරිනමන් N 
ව්ර්ගනේ අර්ධ සන්නායකයක් ලැනබයි . බහුතර ව්ාහකය නිද්හස් (මුක්ත) ඉනලක්නරෝනයි. 
 
 

 ඇගයීම 

1. විදුලි සන්නායක සඳහා උද්ාහරණ පහක් ලියන්න. 

2. විදුලි පරිව්ාරක සඳහා උද්ාහරණ පහක් ලියන්න. 

3. අර්ධසන්නායක යනු නමානව්ාද්? 

4. අර්ධසන්නායක නලස නයාද්ාගන්නා මුලද්රව්ය හතරක් නම් කරන්න. 

5. ඉහත අර්ධසන්නායකයක ේවිමාන පරමාණුක ව්ුහය අඳින්න. 

6. කාමර උෂ්ණත්ව්නේදී Si ද්ැලිසක සිදුව්න ඉනලක්නරෝන කුහර යාන්රණය රූප සටහන් මගින් 

විස්තර කරන්න. 

7. බාහය අර්ධසන්නායක යනු නමානව්ාද්? 

8. N  ව්ර්ගනේ අර්ධසන්නායකයක පරමාණුක ව්ුහය අඳින්න. 

9. P  ව්ර්ගනේ අර්ධසන්නායකයක පරමාණුක ව්ුහය අඳින්න. 

10. ප්රතිග්රාහක පරමාණු සඳහා උද්ාහරණ තුනක් ලියන්න. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

අන්තර්ගතය  - අර්ධසන්නායක 

සැකසුම - ඒ.පී.ගුණතිලක මයා, බණ්ඩාරණායක විද්යාලය, ගම්පහ 

පිළිතුරු 
 
1. තඹ, රිදී, ඇලුමිනියම්, යකඩ, රන් 
 
2. ප්ලාස්ික්,නපාලිතින්,විදුරු,නේක්ලයිට්,ඇසබ්ැස්ටස් 
 
3. සාමානය උෂ්ණත්ව්නේ දී නිද්හස් ඉනලක්නරෝන ස්ව්ල්ප ව්ශනයන් ඇති ද්රව්ය  අර්ධසන්නායක නව්යි.  
 
4. සිලිකන් Si , ජර්නම්නියම් Ge, නසලිනියම්  Se ,  නටලියුරියම් Te 
 
 
5. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. අශුේධ ද්රව්යයකින් මාරණය කරනලද් අර්ධ සන්නායකයකි. 

 

8. 9. 

 

 

 

 

 

 
 

10. ආසනික්, ඇන්ිමනි, බිස්මත් 

තාපය මගින් ඉනලක්නරෝන ශක්තිය 

ලබානගන පරමාණුනේ කුහර සාද්මින් 

මුක්ත ඉනලක්නරෝන නලස නිද්හස් නේ. 

 


